
华中科技大学国家集成电路产教融合创新平台工艺子平台设备清单

位置 设备名称 厂商及型号 关键参数 工艺能力 咨询人

清洗间

洁净型通风柜/清洗台
（14组）

武汉百臻 集成超声、清洗、吹扫等功能

6inch及以下晶圆的半自
动/手动清洗、匀胶、曝

光和显影

杜培培
dpp2022@hust.edu.cn

超声清洗机(1台) 康士洁
频率40KHZ；超声波功率:480W  5%-100%功率可调；温度可调：RT-80
℃

自动划片机（1台） 北京中电科 HP-6103

兼容6inch及以下晶圆的贴膜、划片以及划片后的解胶、清洗
二流体清洗机 北京中电科 QX-600

贴膜机 北京中电科 MT-10

解胶机 北京中电科 LUV-10

晶圆减薄机（1台） 北京中电科 WG-1220 6inch，Z轴分辨率0.1μm

硅片旋转干燥机（2台） 中电科45所 CXS-2150E 双腔，6inch及4inch，吞吐量达200片/小时/每台

光刻间

半自动光刻机（1台） 德国Suss MA/BA6 
6inch，4inch，2inch及碎片，分辨率优于0.8μm，套刻精度正面
±0.5μm，背面±1μm

紫外光刻机（1台） 嘉兴科民 Litho-100LED 4inch，3inch，2inch，分辨率1.0μm

紫外光刻机（2台） 三河建华高科BG-401B 4inch，3inch，2inch，分辨率1.5μm

无掩膜光刻机（1台）
Durham Magneto Optics 
Ltd.Microwriter ML3 
Series

分辨率0.4μm，双光源：365nm和405nm，最大直写面积：
195mm×195mm，17mm2/minute@0.6μm

热台（4台） 精学科学
6inch及以下的基片匀胶、烘烤

匀胶机（3台） 雷博EZ6/EZ4

自动化涂胶显影设备（2
台）

三河建华高科DYX-620 6inch，含匀胶、显影和热台模块各一个

等离子清洗机（3台）
纳恩科技NE-PE13F/NE-
PE10F

用于光刻胶的灰化、去除

金相显微镜（4台） 江苏舜宇光学 MX6R
6inch样品台，半复消色差物镜5X、10X、20X、50X、100X，集成明场
、偏光和DIC微分干涉功能

刻蚀间

离子束刻蚀机（1台）
北京创世威纳DISC
IBE 200C

兼容6inch及以下晶圆，刻蚀材料广泛，包括但不限于硅、石英、合金
、陶瓷等。尤其对含Pt、Ti、W、Mn、Ni、Cr、Au等难溶性金属以及
CrWMn、GT35等超硬合金具有良好的刻蚀效果。刻蚀均匀性≤4%；刻蚀
倾斜角度0—180°任意可调。

兼容6inch及以下晶圆，
对含Pt、Ti、W、Mn、Ni
、Cr、Au等难溶性金属以
及CrWMn、GT35等超硬合
金具有良好的刻蚀效果

郝吉年
haojinian@hust.edu.cn

硅基感应耦合等离子体
刻蚀设备
（ICP-F）

江苏鲁汶

Haasrode®Pishow® A  

兼容8inch及以下晶圆，配置CF4、N2、Ar、CHF3、O2、SF6、He等7路
气体，刻蚀速率≥100nm/ min；对PR的选择比≥1：1；片内和片间不
均匀性≤5%，最小线宽≤100nm

兼容8inch及以下晶圆，
可以用于Si、SiO2、
Si3N4、W等材料的高精度
图形化

III-V感应耦合等离子体
刻蚀设备
（ICP-Cl）

江苏鲁汶

Haasrode®Pishow® A  

兼容8inch及以下晶圆，配置CF4、N2、Ar、CHF3、O2、SF6、BCl3、
Cl2、He等9路气体，最小线宽≤100nm，刻蚀速率≥10nm/min,陡直度
≥75°，片内和片间不均匀性≤5%。

兼容8inch及以下晶圆，
可用于Ta、Al等金属材料
以及III-V族化合物的高
精度图形化

反应离子刻蚀机RIE（1
台）

江苏鲁汶

Haasrode®Avior® A 

兼容6inch及以下晶圆，配置CF4、CHF3、SF6、O2、Ar、N2、He等7路
气体，片内、片间不均匀性 <5%；刻蚀速率≥50nm/min；刻蚀形貌：
85°±5°选择比（SiO2：PR）=1：1。

兼容6inch及以下晶圆，
可用于刻蚀硅、氧化硅、
氮化硅等膜层材料

PVD间

热蒸发镀膜机（2台） 泰科诺ZHD-500

兼容6inch及以下晶圆，用于金属和功能化合物材料的淀积，热蒸发具
备4源，电子束蒸发具备6源，厚度均匀性≥95%

兼容6inch及以下晶圆，
可蒸镀Al、Au、Cu、Ag、
Ti、W、V、Nb、Ta等金属
薄膜

谭波
2023310080@hust.edu.cn

龚韦
2019210061@hust.edu.cn

高真空电子束蒸发镀膜
系统（1台）

台湾Syskey EB-LC6-A00

电子束蒸发镀膜机
（2台）

沈科仪DZS500-G\DZS500

多靶聚焦磁控溅射系统
（2台）

泰科诺JCP-500
兼容6inch及以下晶圆，具备3套靶材(3inch)，直流、射频容，极限真
空≤6.0×10-5 Pa，基板加热温度25~500℃，镀膜均匀性≥95%

兼容6inch及以下晶圆，
可沉积Al、Ti等金属，
HfO2、Al2O3、Ta2O5、
ZrO2等氧化物，TaN、TiN
、AlN等氮化物，以及PZT
、GST等功能化合物

多靶聚焦磁控溅射系统
（3台）

沈科仪TRP-450(2台)和
TRP-450-D

ALD间

原子层沉积系统（进口1
台）

芬兰Beneq TFS200
兼容8inch及以下晶圆，配备3路液源、4路热源（完全独立），及臭氧
发生器，极限真空＜1.5×10-2 Torr，膜厚均匀性≥99%

兼容8inch及以下晶圆，
沉积Al2O3、HfO2、ZrO2
等高k介质

谭波
2023310080@hust.edu.cn

原子层沉积ALD（1台） 嘉兴科民TALD-150D
兼容6inch及以下晶圆，极限真空＜5×10-3 Torr，最高加热温度500
℃，配备3路源，膜厚均匀性≥99%

兼容6inch及以下晶圆，
沉积HfO2、Al2O3、Ta2O5
、ZrO2等氧化物

原子层沉积ALD（1台） 嘉兴科民TALD-150DO
兼容6inch及以下晶圆，配备臭氧发生系统，极限真空＜5×10-3 
Torr，最高加热温度500℃。TALD有3路源，膜厚均匀性≥99%

原子层沉积ALD（1台） 嘉兴科民PEALD-150R 
兼容6inch及以下晶圆，配备plasma系统，极限真空＜5×10-3 Torr，
最高加热温度500℃，配备4路源，膜厚均匀性≥99%

兼容6inch及以下晶圆，
沉积SiNx、TiN、AlN、
HfN等氮化物



ALD间

原子层沉积ALD（1台） 南京原磊Elegant II-Y200
兼容8inch及以下晶圆，配备2路液源、2路热源（完全独立），及臭氧
发生器，极限真空≤1×10-3 mba，加热温度25~450℃，膜厚均匀性≥
99%

兼容8inch及以下晶圆，
沉积Al2O3、HfO2、ZrO2
等氧化物

谭波
2023310080@hust.edu.cn

等离子体增强化学气相
沉积系统（1台）PECVD

江苏鲁汶HAASRODE-P200A 
兼容8inch及以下晶圆，基板加热温度100~400℃，具备SiH4、N2O、
NH3三路工艺气体，沉积速率5~100Å/s，片内均匀性>97%

兼容8inch及以下晶圆，
可沉积沉积SiO2，SiNx等
介质膜

王海珍wanghz@hust.edu.cn

掺杂与
热处理

间

离子注入机（1台） 长沙烁科CI-S300MS
兼容6inch及以下晶圆及不规则小片，注入能量5-300keV，注入剂量
5E11~1E17/cm2可控，注入角度0°-45°自动可调，最高注入温度550
℃，6寸注入均匀性优于1%

兼容6inch及以下晶圆，
可用于全元素（Ar、He、
N、C、P、B、Ag、Cu、Al
等）的注入掺杂工艺

左文彬
wbzuo@hust.edu.cn

真空退火炉（进口1台） 德国UniTemp RTP-150

兼容6inch及以下晶圆及不规则小片，最高温度1000℃，升温速率75℃
/s，降温速率�s
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